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Ушбу иш CaF2/Si (100), Si/CaF2(100), CaF2/CoSi2/Si(100) плёнкаларининг МНЭ 
хоссаларини, электрон структурасини ўрганишга, шунингдек ион имплантация 
ёрдамида MexSiy/Si ва GaxMe1–x As/GaAs туридаги гетероструктурали 
плёнкаларнинг шаклланиш жараёнини тадқиқ этишга бағишланган. Бундан 
ташқари асосий эътибор Si/CaF2/GaAs ва GaAs/CaF2/GaAs тизимларининг туташ 
чегарасидаги ўтувчи мослашувчи қатламларини ҳосил қилишга, шунингдек 
яримўтказгичли плёнкалар юзасида ўта юпқа контактларни ҳосил қилиш 
муаммоларига бағишланган. 

Қалинлиги 500 дан 1000 Ǻ гача бўлган гетероструктурали плёнкалар, Si ва 
GaAs монокристалларининг юзаолди қатламда Ba+, Sr+, Na+ ионларини кичик 
энергия ион имплантация (Ео=0,5 ÷ 5 кэВ) ўтказиш ёрдамида ҳосил қилинган. 
MexSiy/Si ва GaX Me1–xAs/GaAs туридаги янги кимёвий бирикмаларнинг тизимлари 
ҳосил бўлиши кузатилган. Гетероструктурали плёнкалар шаклланишининг 
биринчи босқичида тизимлар ҳосил бўлишининг стимулловчиси ион имплантация 
таъсири остида Si–Si ва Ga–As боғланишларининг узилиши, яъни нуқтавий 
нуқсонлар ҳосил бўлишга, асосан ион даста энергияси ҳисобланади. Бироқ яхлит 
бир жинсли гетероструктурали плёнканинг шаклланиши учун кейинги термик ва 
лазерли тоблаш жараёнини ўтказиш зарур. Яхши бир жинслилик ва яхлитликка эга 
бўлган мукаммал гетероструктурали плёнкалар олиш учун импульсли (импульс 
давомийлиги 10 нс) лазерли тоблаш жараёни билан, кейинги қисқа вақтли юқори 
ҳароратли қиздириш жараёнини биргаликда қўллаш керак. Гетероструктурали 
плёнкалар олишнинг оптимал   технологик тартиблари жадвалда келтирилган . 
Si ва GaAs асосидаги гетероструктурали плёнкаларни олишдаги ион имплантация 
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